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1  主要用途及主要特点 

1.1  主要用途 

S2XM3817N650L为采用硅外延工艺制造的N沟道增强型650V高压功率VDMOS场效应晶体管，封装的成品管主要应

用于电机调速、逆变器、不间断电源、电子开关、高保真音响、汽车电器、平板电视、LED照明和电子镇流器等。 

1.2  主要特点 

●  650V,10A， N Channel 

●  100% 管芯测试 

2  芯片数据 

芯片示意图 芯片尺寸(含划片槽)  
3.60mm×4.05mm 

141.7mil×159.4mil 

 

 

硅片直径（㎜） Φ150 

理论有效管芯数（只/片） 1056 

芯片厚度（µm）（推荐） 260±20 

划片道尺寸（µm） 60 

钝化层 PI 

键合区面积 (µm
2
) 

栅区 440×320 

源区 2786×1727 

正面电极金属 
金属 铝(溅射) 

厚度(µm) 4 ± 0.4 

背面电极金属|漏极（推荐） 银 

装片要求（推荐） 
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3.2  电参数 
除非另有规定，Tamb= 25℃ 

参数名称 符号 测试条件 
规范值 

单位 
最小值 典型值 最大值 

漏源击穿电压 BVDSS VGS=0V，ID=250μA 650 690 - V 

栅极开启电压 VTH VGS=VDS，ID=250μA 2 3 4 V 

漏源漏电流 IDSS VDS=650V，VGS=0V - - 1 μA 

导通电阻 RDS(on) VGS=10V，ID=5.0A - - 1.0 Ω 

栅源漏电流 IGSS VGS=±30V，VDS=0V - - ±100 nA 

漏源二极管正向压降 VFSD IS=10A，VGS=0V - - 1.03 V 

跨导 gfs VDS=15V,ID=5A,dID=0.5A 4 - - S 

栅极电阻 Rg VDS=0

http://www./


 

ῗ ᵩ ᵩ ῳ                     文件编号 XS-M-019 

S2XM3817N650L 版 本 号 21-A1-09 

ꜗ VDMOS ᵩ  页    码 3/4 

 

江苏新顺微电子股份有限公司  

地  址：江苏省江阴市长山大道 78 号            网址：http://www.xs-elec.com 

电  话：（0510）86851182                      传真：（0510）86851532 
 

 

 

 

  

http://www./


 

ῗ ᵩ ᵩ ῳ                     文件编号 XS-M-019 

S2XM3817N650L 版 本 号 21-A1-09 

ꜗ VDMOS

http://www./

